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一、單選題 (33 每題 3.03 分共 100 分)                            

1. ( B ) 有一空乏型 MOSFET，IDSS=16mA， ，當

時，轉移電導 為多少？ 
(A)8mA/V  (B)4mA/V  (C)2mA/V  (D)1mA/V   

2.(  B ) 某 N 通道增強型 MOSFET 的臨限電壓 ，K = 

0.5mA/V2，當 VGS=3.5V 時，轉移電導 為多少？ 
(A)1mA/V  (B)2mA/V  (C)4mA/V  (D)6mA/V   

3. (  D ) MOSFET 在適當的偏壓下可作為線性放大器使用，此

時工作點位於 (A)主動區  (B)三極區  (C)截止區  (D)飽
和區   

4.(  A  ) MOSFET 放大器是利用下列何者來控制汲極電流

的大小？ (A)   (B)   (C)   (D)    

5.(  C ) 下列何種電路結構為 MOSFET 疊接放大器? 

       (A)   (B)   

   (C)   (D)    

6. ( D ) 有關 MOSFET 疊接放大器特性，下列何者錯誤？ 
(A)高頻響應佳  (B)無米勒效應的影響  (C)放大電路之

輸出阻抗大  (D)放大電路之輸入阻抗很小   

7.(  B )如圖 1 電路， rd=150KΩ，gm=3mA/V，則其電壓增益

為多少？ (A)–90 (B)–75 (C)–50  (D)–48  

                                                                                                     

圖 1 

 8.(  B) 如圖 2 電路， RG1=6MΩ，RG 2 =3MΩ，Vt =2V， 

K = 0.25mA/V2，RD=10KΩ，RS=5KΩ，求電路的輸入

阻抗 Zi為(A)5KΩ (B)2MΩ  (C)3MΩ  (D)9 MΩ 

圖 2 

9.(  A  ) 如圖 2 電路， RG1=5MΩ，RG 2 =1MΩ，Vt =2V， 

        K = 0.25mA/V2，RD=10KΩ，RS=1KΩ，求電路的輸出

阻抗ZO為(A)10KΩ (B) 5KΩ(C)0.91 KΩ(D)0.833MΩ 

 10.( A ) 如圖 2 電路， RG1=5MΩ，RG 2 =1MΩ，gm=3mA/V， 

        RD=10KΩ，RS=1KΩ，rd很大忽略不計，求電路的電

壓增益 AV=Vo/Vi?(A)–7.5 (B)–10  (C)–15  (D)–30 

11.( A) 如圖 3 電路，若 MOSFET 之 IDSS = 4mA 及 VGS(off) = - 4V，

且 RS=2KΩ、RD=5KΩ、VDD=10V，已知工作電流 ID=1mA，

試求小信號參數 gm 值為多少？ 

(A)1mA/V  (B)2mA/V  (C)3mA/V  (D)4mA/V   

圖 3 

12.(  D  ) 如圖 3 電路，若 MOSFET 之 IDSS=4mA 及 VGS(off)=- 

4V，且 RS=2KΩ、RD=5KΩ、VDD=10V，已知工作電流 ID=1mA，

試求電路的輸入阻抗 Zi 為多少？ 

(A)5KΩ  (B)2KΩ  (C) 1KΩ (D)0.667KΩ   

13.( D)有關圖 4 電路，假設 rd 甚大，則下列敘述何者有誤？ 

(A)電路為源極隨耦器  (B)閘極電流 IG = 0  (C)電壓增益 

AV =gmRS/(1+ gmRS)  (D)輸出阻抗 ZO=(1/gm)+ RS   

圖 4 圖 5 

14.( B   )如圖 5 電路，若空乏型 MOSFET 之 IDSS = 8mA 及 

VGS(off)= - 4V，已知工作電流 ID= 2mA，試求電路的電流增益 Ai 為

多少？ (A)583.25  (B)667  (C)800  (D)900   

15. .( D   )如圖 5 電路，若空乏型 MOSFET 之 IDSS = 8mA 及 

VGS(off)= - 4V，已知工作電流 ID= 2mA，試求電路的輸出阻抗 ZO= 

(A) 1MΩ(B) 1KΩ(C) 666.67Ω(D) 333.33Ω 

16.( D)對 MOSFET 放大電路的特性下列敘述何者正確? 

(A) 共汲極放大電流增益值小於 1 (B) 共閘極輸入與輸出反相  

(C) 共源極放大又稱源極隨耦器(D) 共汲極放大特性與電晶體

放大電路 CC 組態相似 
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17. ( B) 如圖 6 電路，若 RG1=6MΩ、RG2=3MΩ、RG3=3MΩ、

RD=10KΩ、RL=15KΩ 及 VDD=12V ，MOSFET 之參數 K1 = K2 
= 0.4mA/V2、Vt1=Vt2=1V，rd 忽略不計，已知 ID2=0.4mA，試求

電路汲極電阻 RS 為多少？  

(A)1kΩ  (B)2.5kΩ  (C)3kΩ (D)4kΩ   

圖 6 

18. ( B )續上題條件，試求電路總電壓增益 AVT=VO/Vi為多少？ 
(A)–4.0  (B)–4.8  (C)–5.4 (D)–6.4  

19. ( D)續上題條件，試求電路總電流增益 AiT=iO/ii為多少？ 
(A)–1200  (B)–800  (C)–600  (D)–480  

20. ( A ) 如圖 7 電路，若 RG1=1.2MΩ、RG2 =300KΩ、RD1= 

RD2=10KΩ、RS1= RS2=1KΩ、RL=15KΩ 及 VDD=15V ，MOSFET 之

參數 K1 = 1mA/V
2
，K2 = 0.25mA/V

2
、Vt1=1V，Vt2=2V，rd1 =40KΩ，

rd2=30KΩ 試求電路 VGS2為多少？(A)4V  (B)5V  (C)6V  (D)7V  

圖 7 

21. ( B ) 續上題條件，試求電路中 gm1 與 gm2 的大小分別為 

(A)4mS，4 mS (B) 2mS，2 mS  (C) 2mS，1 mS (D) 1mS，2 mS 

 

22. ( C ) 續上題條件，試求電路總電壓增益 AVT=VO/Vi 為多少？         

(A)71.1  (B) 80 (C) 160 (D) 186 

23.( C ) 有關 MOSFET 疊接放大器之特性敘述，下列何者正確？  

(A)放大器耦合方式為 RC 耦合方式  (B)輸出阻抗很低  

(C)放大器適合高頻放大  (D)通常第一級放大器採 CG

放大器   

        24. (C ) 若放大器的頻率響應，其曲線上的最大功率大小為

100W，則在高低截止頻率處之功率大小為何？ 

(A) 70.7W (B) 63.2W (C) 50W (D) 35.5 W   

25. ( A) 若放大器的頻率響應，已知其曲線上中段頻率的功率增

益為 40db，則在高低截止頻率處之功率增益為何？ 

(A)37 db (B) 28.28 db (C) 20 db (D) 43 db  

26.( C) 如圖 8 電路，若 RG1=3MΩ、RG2=2MΩ、RG3=1MΩ、RD=6KΩ、

及 VDD=12V，MOSFET 之參數 K1 = K2 = 1mA/V
2
、Vt1= Vt2=1V，試

求電路 ID2 為何？ 

 (A)4mA  (B)2mA  (C)1mA  (D)0.5mA   

 

圖 8 

27.(B) 續上題條件，試求電路 VDS1為何？ 
(A)5V  (B)4V  (C)3V  (D)2V   

28.( B ) 續上題條件，試求電路中 gm1與 gm2的大小分別為 
(A)4mS，2 mS (B) 2mS，2mS  (C) 1mS，1 mS (D) 2mS，

1 mS 

       29. (C) 影響放大器之低頻響應的主要原因，下列何者正確？ 

(1)極際電容 (2)佈線電容 (3)旁路電容 (4)耦合電

容 (A)(1)(2)  (B)(2)(3)  (C)(3)(4)  (D)(1)(3)(4)   

30. (A )有一兩級串接放大電路，如每一級之頻率響應特性皆相

同，若單級之高頻截止頻率為 fH=300KHz，求兩級串接總高

頻截止頻率 fH(2)值為 

(A)192 KHz  (B)212.2 KHz (C)297KHz  (D)468.75KHz  

31.(C )如圖 9 電路為？電路 (A)PMOS 反相器  (B)NMOS 反相

器  (C)CMOS 反相器  (D)CMOS 緩衝器   

圖 9 

        3   32. ( A) 電阻式負載在積體電路中會佔用極大的面積，為了解決

這樣的問題，通常會以何種元件來取代純電阻負載？ 

(A)由 MOSFET 構成的負載  (B)由電感器構成的負載  

 (C)由電容器構成的負載  (D)變壓器構成的負載   

33. (D )積體電路內的元件數目越來越多，考慮功率散逸的問題，

下列哪一種形式的反相器，表現最好？ 

(A)電阻式負載反相器  (B)NMOS 增強型主動式負載反相器  

(C)NMOS 空乏型主動式負載反相器  (D)CMOS 反相器   
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